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1范围

无损检测术语磁记忆检测

本标准界定了金属磁记忆检测的术语和定义。

本标准适用于磁记忆检测和无损检测及其他相关领域。

2术语和定义

GB／T 12604．10—2011

2．1

金一磁记忆metal magnetic memory

MMM

在环境磁场中，铁磁性金属材料或焊缝由于制造、冷却或工作载荷形成的应力集中或损伤产生不可

逆的残余磁性现象。

注：环境磁场包括地磁场和其他外部磁场。

2．2

自有渭磁场self-magnetic leakage field

SMLF

由于工作应力或者残余应力的作用产生于铁磁性金属材料或焊缝表面的位错滑移稳定带或组织最

大不均匀区域的磁场。

2．3

磁记忆检测magnetic memory testing

MMT

以对铁磁性金属材料或焊缝表面的自有漏磁场进行分析为基础，确定金属和焊缝的应力集中或损

伤区域为目的的一种无损检测方法。

注：自有漏磁场为磁记忆检测的表征。

2．4

磁记忆显示图magnetic memory testing display；MMT display

磁记忆信号幅值与扫查时间或位移变化之间的轨迹图形。

2．5

磁记忆异常信号abnormal magnetic memory signal

磁记忆检测仪在被检件表面扫查获取的随时间或空间突变的信号。

2．6

磁记忆检测通道MMT channel

磁记忆检测仪器采集、处理磁记忆信号的物理通道。

2．7

多通道磁记忆检测仪muitichannel magnetic memory testing instrument

具有多个检测通道的磁记忆检测仪器。

2．8

磁记忆传感器MMT sensor

具有拾取磁记忆信号并转化为电信号的检测元件或单元组件。
1
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Z．9

磁记忆阵列传感器MMT array sensor

按直线、矩阵等方式规则排布的多单元集成的传感器。

2．10

磁位错磁滞回线magneto-dislocation hysteresis

在弱磁环境中，由于位错团在磁畴壁的钉扎引起的磁滞回线。

2．”

局部稳定性破环区的临界值critical size of the local zone5 of instability of the shell of a compo-

nent

f。

铁磁性金属工件在载荷作用下丧失稳定性而产生的金属层两个最近滑移稳定带之间的最小距离。

洼：金属工件的临界值由两个最近的自有漏磁场极值之间的距离表示，该极值与壳体尺寸成倍敦关系。

2．12

自有渭磁场的强度SMLF intemity

用磁记忆检测方法在铁磁性金属材料或焊缝表面测得的漏磁场强度的参数。

2．13

自有蔫磁场的梯度SMLF gradient

在两个检测点测得的法向漏磁场强度的差值与两点间的距离之比的绝对值。

2．14

梯度因子factor of SMLF gradient

自有漏磁场的最大梯度值与其平均值之比。

2．15

强屈评价因子evaluating factor of the material deformation capability

相应于金属强度极限的自有漏磁场最大梯度值与相应于金属屈服极限的自有漏磁场平均梯度值

之比。

2．16

两个检潮通道之间的基准距离base distance between two MMT channels

△L

调整传感器时设定的两个测量通道之间的距离。

2．17

磁记忆信号的记录间距distance between two adjacent MMT signal recording points

记录磁记忆信号时两个相邻测量点之间的距离。

2．18

磁记忆检测仪的标定calibration of the equipment used to measure the metal magnetic memory

磁记忆检测仪的标定包括对磁场强度测量的标定和测量距离的标定，对磁场强度的标定是在参考

磁场中调整磁记忆仪器和传感器，使仪器显示与参考磁场一致的过程；对测量距离的标定是在参考长度

上调整长度测量传感器使磁记忆仪器显示与参考长度一致的过程。

2．19

干扰因素mtoffeee factors

使被检测对象的磁记忆信号失真的因素。

注：干扰因素主要包括：

1) 检测对象附近存在的强磁场豫和不均匀磁场源}

2) 检测对象上存在外来的铁磁制品；
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3)检Ⅻ目§t存Ⅱ∞外部m场目$自自*∞《自．

4)弃在人Im化等。

2 20

磁记忆信号平面显示图MMT signal pl姐ar display

以被检对象表面x(或y或z)轴方向磁场强度为横坐标，y(或Z或X)轴方向磁场强度为纵坐标

显示磁记忆信号随时同或位移变化的二维轨迹图形。如图1。

图1 平面显示国(与时基扫描同屏显示)

磁记忆信号时基显示围MMT signal tjm帅aSe display
在仪器屏幕水平方向上连续标出随时间变化的磁记忆信号图形。如图2

a)口*i}横E

囤2磁记忆信号时基显示图



图3

图2(续)

磁记忆信号A扫描显示围MMT signal A-scan display

用带有定位功能的磁传感器进行检测，并在仪器屏幕相应标尺上连续标出礁记忆信号的图形。如
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固3磺记忆信号A扫描显示囤
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b)曲墁Ⅱi模式

图3(续)
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磁记忆信号极坐标显示囤 MMTsignal polar c∞一inat％display

用带有定位功能的磁传感器进行周向植测时．在仪器屏幕相应极坐标上标出自有漏磁场强度值的

闭合曲线。如田4。
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图4磁记忆信号极坐标显示圈



圈4(续)
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磁记忆信号色斑显示图 MMT signal co]or and splash display

用带有定位功能的，同一方向的阵列磁传感器进行检测时，在仪器屏幕相应位置上连续标出以不同

颜色代表的自有漏磁场强度值图形。

囤5磁记忆信号色斑显示围

2 25

磁记忆信号三雏显示固MMT signal thm dimensiom display
用阵列磁传感器单敬扫查或单个磁传感器多次扫查自有橱醴场强度值时-在空间平面(X-Y)上形

成的关于自有漏磁场强度(Bx或Bv或Bz)的图像。
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